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１．概要（Summary） 

我々は単一分子で恰も強誘電体の様に振る舞う「単分

子誘電体」を開発している。この分子は、一つの分子で１

bit の情報を記録することが可能になる為、従来のメモリ

デバイスの微細化を可能とする新規材料として期待され

ている。本研究では、「単分子誘電体」を実装したFET型

デバイスの作製を行い、特性評価を実施した。特に、「単

分子誘電体」膜の耐薬品性に着目し、製造プロセスを決

定した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

走査型電子顕微鏡、スピンコータ、マスクレス露光装置、

蒸着装置 

【実験方法】 

①ソース-ドレイン部の作製 

②「単分子誘電体」膜の塗布 

③電極の成膜 

④下部電極をパターニング（マスクレス露光装置） 

④現像 

⑤デバイス完成 

⑥デバイス特性評価 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記の実験方法を基に、10 nm の「単分子誘電体」薄

膜を実装した FET 型デバイスを作製した（図 1）。ゲート

長・ゲート幅は 25µm に設定した。作製したデバイスを用

いて、トランジスタ特性（VD-ID、VG-ID）を測定したところ、

トランジスタとして駆動することを明らかにした。特に、ゲー

ト電圧の掃引に対して、わずかではあるがドレイン電流が

履歴現象（メモリウィンドウ）を示し、メモリとして駆動するこ

とを示唆した。今後の展望として、デバイス構造の最適化、

および微細化を実施する。 
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Fig. 1 The picture of FET-type transistor 


